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�������� 置換鉄ガーネット薄膜のエピタキシャル成長と磁気光学効果

豊島 洋 �五味研究室	
�� 緒言
エレクトロニクス分野の発展に伴い、光集積素子の開発が望まれている。その実現には、高
い機能性を持つ材料を探査すること、同一基板上にそれらの材料をエピタキシャル成長させる
技術が必要となる。本研究では、光アイソレータなどに不可欠な磁気光学材料である鉄ガーネッ
トの希土類イオンを ��� �� で鉄イオンを �	 で置換したエピタキシャル膜を作製し、その諸特
性を調べた。また、それと並行して結晶構造の異なる光機能性材料を 


 結晶上に集積する
ための格子不整バッファー層として、コランダム型構造を持つ �����
� と ���
� のヘテロエ
ピタキシャル成長条件の探査を行った。
�� 実験方法
製膜は高周波 � 極スパッタ装置を用いて行った。ターゲットには����������	�
��

（ � � ��� ��、� � �� ���� ���� ���� ��� ）���������������
��（ � � �� �、� � �� ���� ��� ）、
�����
�、���
� 焼結体を用いた。作製した膜は���、偏光面変調法、����、光吸収スペク
トル測定、���、��� 観察により評価した。
�� 考察

����� ���� �!
 膜の ���� サイトへの �	��

置換は、����� ���� を生成させる。�	�� 置換
量の増大とともに����	 �!
膜では、非磁性イ
オンである ���� の生成によって、単純にファ
ラデー効果は減少した。一方、����	 �!
膜で
は図 �に示すように ��置換によって大きな負
のファラデー回転を示し、さらに �	�� 置換に
よって高エネルギー側でわずかに負の回転側へ
のシフトが見られた。��� 測定は �� �!
 膜
中での �� が " 価であることを示した。この
原因は、膜中の �� イオンの欠損にあると思わ
れる。また、従来 �� �!
 の可視域における
ファラデー回転の増大は ��� �# 付近の遷移に
よるとされていたが、光吸収スペクトル測定よ
り "���# 付近の "$��% 遷移であることが示唆
された。
一方、�����
�、���
� の成長に関する研究
では、&���'


基板上にコランダム型構造結
晶の &��('面がエピタキシャル成長することを
初めて見い出した。図 � に示すように、面内
結晶方位は


)�*��+ に対して �����
� およ
び ���
� の )�*�*��+ が平行に成長していること
が明らかとなった。

図 � ����	 �!
 ファラデースペクトル

図 � �����
� 膜の極図形
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